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1. TiO2 {001}面暴露比的计算 

 

 

暴露{001}面的 TiO2 单晶几何结构示意图如上图所示，其中 θ 为 68.3°，根据

TEM 统计结果得到 a 与 b，根据下式计算{001}面暴露比 S001%。 
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根据 TEM 计算时，a 与 b 为对 TEM 图片统计所得数值，统计分析时选取样本

数量大于 100 个。 
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2. 图片 

 

 

 

 

 

 

图 S1  样品的 SEM 图: (a) THF0, (b) THF3.5, (c) THF7, (d) THF10，内嵌图为各样品的形貌示意图 

Fig.S1  SEM images of the as-prepared samples: (a) THF0, (b) THF3.5, (c) THF7, (d) THF10, insets 

show the sketch maps of the as-prepared samples. 

 

图 S2  样品 THF10 的 STEM-EDS Mapping 分析结果 

Fig.S2  STEM-EDS Mapping results of the sample of THF10. 
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3. 表格 

 

表 S1  样品的比表面积 

Table S1  Specific surface area of as-prepared samples. 

Samples THF0 THF3.5 THF7 THF10 

Surface Area (m2·g-1) 134.5  123.0  33.6  24.5  

 


